
ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный  

полупроводниковый диод 
2Д510А/ББ 

АЕЯР.432120.239 ТУ  
 

Особенности 

- металлостеклянный корпус КД-3 ГОСТ 18472. 
 

Применение 

- предназначен для работы в импульсных схе-

мах (в импульсных вторичных источниках пи-

тания, в преобразователях частоты и т.п.) аппа-

ратуры военного назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра, единица измерения 
Бук-

венное 
обозна-
чение 

Нор-
ма не 
более 

При
ме-
ча-
ние 

Максимально допустимое 
постоянное обратное напря-
жение, В 

Uобр.max 50,0 1 

Максимально допустимое 
импульсное обратное напря-
жение диода при длительно-
сти импульса не более 2 мкс и 
скважности не менее 10, В 

Uобр.и.max 70,0 1, 3 

Максимально допустимый 
средний прямой ток, мА: 

  

2 
- при температуре окружающей 

среды от минус 60 до 50С; 
Iпр.ср.max 200,0 

при температуре окружающей 

среды 125С 
Iпр.ср.max 100,0 

Максимально допустимый по-
стоянный прямой ток, мА: 

  

2 
- при температуре окружающей 

среды от минус 60 до 50С; 
Iпр.max 200,0 

- при температуре окружаю-

щей среды 125С 
Iпр.max 100,0 

Максимально допустимый 
импульсный прямой ток при 
длительности импульса не 
более 10 мкс без превышения 
Iпр.ср.max, мА: 

  

2 

- при температуре от минус 60 

до 50С; 
Iпр.и.max 1500,0 

- при температуре 125С Iпр.и.max 500,0 

Ток перегрузки (ударный ток), А:   

 

- при длительности импульса 
не более 10 мкс и скважности 
импульсов не менее 50; 

Iуд 2,0 

- при температуре окружаю-
щей среды 25 оС 

Iуд 2,0 

Температура перехода, С Tj 150  

Примечания 
1 Для всего диапазона рабочих температур. 

2 В диапазоне температур от 50 до 125 С 

,
70

50
100200.

−
−=

CT
I макспр

 

,
70

50
10001500..

−
−=

CT
I максипр

 

.
70

50
100200..

−
−=

CT
I макссрпр

 

3 Длительность импульсов в пересчете скважности 
определяется на уровне обратного напряжения 50 В. 

 

 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, еди-

ница измерения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Нор-

ма, не 

более 

Режим измерения 

Постоянный об-

ратный ток, мкА 
Iобр 5,0 Uобр =50 В 

Постоянное 
прямое напря-

жение, В 

Uпр 1,1 Iпр =200 мА 

Заряд восста-

новления диода, 

пКл 
Qвос 400,0 

при переключе-

нии с Iпр=50 мА 

на Uобр.и =10 В 

Время обратного 

восстановления 

диода, нс 
tвос.обр 4,0 

при переключе-

нии с Iпр=10 мА 

на Uобр.и=10 В 

при уровне об-

ратного тока 

2 мА 

Общая емкость 

диода при нуле-
вом смещении, 

пФ 

Сд 4,0  

Импульсное 

прямое напря-

жение, В 

Uпр.и 5,0 Iпр.и=2 А 

Дифференци-

альное сопро-

тивление диода в 

открытом состо-

янии, Ом 

rд 5,0 Iпр=100 мА 

Тепловое сопро-

тивление кри-

сталл-корпус 

диода, град/Вт 

RТ 200,0 
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